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【背景】 

我々はグラフェンの光検出器応用を進めており、可視波長域から赤外波長域において、光ゲート

効果を用いることで、従来の光検出器よりも飛躍的な高感度化を達成している 1-6)。これまで、可

視、中波長赤外、長波長赤外波長域の各波長域において、それぞれ Si、InSb、LiNbO3を光増感層

に用いることで光ゲート効果を達成している。しかし、光増感層の種類によって、検出可能な波

長帯域が制限されることが課題であった。本研究では更なる高性能化ならびに広帯域化のために、

グラフェンナノリボンを用いた光ゲート効果を検討した。 

【素子構造】 

Fig. 1 に本研究で開発した光検出器の模式図を示す。Si 基板を用いたグラフェントランジスタの

チャネル上にグラフェンナノリボンを形成した構造となっている。今回、グラフェンナノリボン

は分散溶液を塗布することで形成している。グラフェンナノリボンの効果により、中波長～長波

長赤外波長域において応答が得られると期待できる。 

【結果】 

Fig. 2 に中波長赤外光応答を示す。同様に長波長赤外光においても応答が得られている。また、

100K以上での高温動作も確認できた。グラフェンナノリボンの無い場合においては、中波長～長

波長赤外域においてほぼ応答が得られないことから、グラフェンナノリボンの効果によって赤外

応答が増強していることがわかる。 
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Fig. 1 Schematic of graphene 
infrared  photodetectors using 
graphene nanoribbon photo-gating 

Fig. 2 Photo current characteristics 
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